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Abstract 
The anodic oxidation phenomena of N-type silicon in the electrolyte of THFA have been 
studied in the dark and under the illumination， using the wafers of N-type silicon which are 
classi五edaccording to each resitivity into three groups， (A) low， (B) moderate， and (C) high. As 
the result of this study， we found the effect of light on the anodization different in each group. 
The reason is seemed to be this: after initial oxide growth， the strong electric五eldis generated 
at the interface of Si-Si02， and it causes the luminescence or impact ionization of electrons 
inside the oxide. Th巴 observedvoltage-time curves are interpreted according as the dominant 



















本実験で使用したシリコンは比抵抗が0.15-0.18[ρ-cm]のもの (A群と称する)， 3.7-4.3 
[ρ司cm]のもの (B群)， 60 [Q-cm]のもの (C群)の N形， (111)， CZウエハーと， 3.0-5.0 [.0-




























Fig. 1. Diagrammatic representation of the 
(264) 
anodization cel. 
1. Tef!on packing. 2. Platinum electrode. 
3. Polyene bottle. 4. Electrolyte outlet. 
5. Tef!on packing. 6. Silicon wafer. 7. 



















上に述べた方法で、A群， B群， C群および P形 SiをTHFA電解液中で，暗中および
種々の照度での光照射下で陽極酸化を行なった。測定は陽極酸化時間と共に形成電圧がどのよ
うに変化するかを主に調べ，酸化終了後，形成膜表面の観察および膜厚，屈折率を測定した。
陽極酸化時間と形成電庄の関係は P形 SiおよびN形 Siで一般的には Fig.3のような特性
を示すが以後の説明のために， この特性曲線について幾っか
Y 
の量を定義しておく。 Vtl-2担a1与さa.fI?___ __ _ 










i) 遷移領域'1'8 : これは立ち上がり電圧から初期 Fig.3. The g巴neraloxidation 
ii) 直線領域





iv) 最終到達電圧 Vf: 酸化を終了したときに示している電極間電圧である。





III-1-1. 暗中での特性:A群， B群， C群の各試料を暗中(照度ニ0)で陽極酸化したと
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Fig. 5. The V-t curves of the anodization 
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Fig.4. The V-t curves of the anodization 
in the dark for di任erentresistivity 
samples. 
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Fig. 6. The V-t Curves of the anodization 
(10000 Lux) under illumination for 
different resistivity samples. 
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N形シリコンの陽極酸化に及ぼす光照射効果 483 
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Fig. 8. The iんtcurves as a function 
of illumination intensity， 3.7-







ユ2 ユ6 20 24 28 
Oxidation Time (min) 
Fig. 7. The V-t curves as a function of 
illumination intensity， 0.15-0.16 
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Fig.9. The iんtcurves as a function of 
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Fig. 10. The dependence of the V-t 
curves on illumination in-
tensity， 3.7-4.3 ohm-cm Si. 
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Fig. 11. Th色 e妊己ctof light on and of 
on the V-t curves of 0.15-0.16 
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Fig. 12. The effect of light on and 0妊
on the V-t curves of 3.7-4.3 
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Fig. 13. The effect of light on and of 
on the V-t curves of about 60 
ohm-cm n-type Si. 
485 
特性は P.F. Schmidtの結果と非常に良く似た特性となっている。 C群については Fig.13の
点滅特性を示L，これも単独に暗中， 10000 Lux照度下の場合の特性問を行き来している。し
かし実験した時間範囲(約27分)で両特性は一致せず， A， Bの場合と本質的に異なるようで
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Fig. 14. Forming of n-type Si 
at a constant current density 
in darkness or und巴rillumi-
nation. (from P. F. Schmidt 
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Fig. 15. Replotting curves of Fig. 12 















電解液について酸化初めと終了時で測定したところ 25-300Cの上昇が， A， B， Cのどの試料
についても，また暗中で、も光照射下でもあることをみた。また B群で，暗中と光照射下の特性


















の膜厚になっていた。 これより電界を求めると 3.48X 107 V/cmとなる。また立ち上がり電圧
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